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UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCYELEKTRONICZNE OBWODY NISKONAPIĘCIOWE

Wynalazek dotyczy układuzabezpieczającego elektroniczne obwody niskonapięciowe przed dużymi napię¬
ciami, znajdującego zastosowanie w różnego rodzaju aparaturze kontrolno-pomiarowej, a zwłaszcza w układach
wykonanych technologią obwodów scalonych.

Do zabezpieczania elektronicznych obwodów niskonapięciowych przed dużymi napięciami stosuje się
najczęściej warystory, których rezystancja zależy od wartości doprowadzanego do nich napięcia. Zabezpieczenie
takie nie jest skuteczne, gdyż warystor ulega uszkodzeniu w przypadku gdy duża wartość napięcia utrzymuje się
przez dłuższy czas.

Układ według wynalazku stanowi dioda germanowa, której anoda jest połączona z bramką polowego
tranzystora, a katoda z rezystorem, do którego jest doprowadzane napięcie wejściowe.

Układ według wynalazku zabezpiecza skutecznie obwody niskonapięciowe zarówno przed krótkotrwały¬
mi, jak i długotrwałymi napięciami, przekraczającymi znacznie wartości napięć pracy obwodów niskonapięcio¬
wych. Charakteryzuje się ponadto niezawodną, długotrwałą pracą.

Przedmiot wynalazku jest objaśniony w przykałdzie wykonania na rysunku, który przedstawia schemat
ideowy układu zabezpieczającego wzmacniacz operacyjny.

Układ według wynalazku składa się z wejściowego rezystora 1, połączonego z katodą germanowej diody
2, której anoda jest połączona z bramką polowego tranzystora 3. Wyjście układu stanowią dren i źródło polowe¬
go tranzystora 3.

Germanowa dioda 2 jest spolaryzowana w kierunku zaporowym, a wartość natężenia prądu wstecznego
diody 2 jest wielokrotnie większa od wartości prądu sterującego bramkę tranzystora 3 w czacie jego pracy. Dioda
2 nie stanowi więc przeszkody dla sygnału użytecznego, a jednocześnie płynący prąd wsteczny powoduje obniże¬
nie wejściowego napięcia U! układu.

W przykładowym układzie według wynalazku zastosowano diodę DZG-7 i tranzystor polowy SK41E,
którego prąd bramki wynosi rzędu kilkadziesiąt nA. Wejściowe napięcie Ui, o wartości od 300V do 500V, jest
obniżane przez układ do wyjściowego napięcia U2 o wartości do kilku woltów.
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Zastrzeżenie patentowe

Układ zabezpieczający elektroniczne obwody niskonapięciowe przed dużymi napięciami, znamien¬
ny ty m, że stanowi go germanowa dioda (2), której anoda jest połączona z bramką polowego tranzystora (3),
a katoda z wejściowym rezystorem (1).
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